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1.- Determinar la tension de salida V, , y la corriente |, , en cada uno de los circuitos electronicos que se

muestran en la Figura 1. Justificar la respuesta en cada caso verificando el estado de los diodos.
Considerar para los diodos el modelo linealizado (Vy = 0.7V, Rp = 50Q).
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2.- Los circuitos de la Figura 2 corresponden a dos puertas ldgicas:

a) Indicar qué tipo de puertas son y a qué familia l6gica pertenece cada una de ellas. Describir brevemente
su funcionamiento de forma cualitativa y en términos del estado de los transistores que las constituyen.

b) Calcular la tension a la salida V, y el consumo, de cada una de ellas cuando sus entradas V, y V}, toman
los valores aparecen en la Figura 2. Justificar la respuesta en cada caso, verificando la zona de trabajo de
los transistores.
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Figura 2

3.- Describe brevemente la estructura fisica Metal Oxido Semiconductor (MOS), base del transistor MOS
de “enriquecimiento” o “acumulacion”, y su comportamiento en condiciones de reposo y polarizacion.
(1,5 puntos)
4.- Dibuja y describe el esquema basico de una memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) de lectura y
escritura (R/W memory). Explica también cudles son las principales semejanzas y diferencias entre los
sistemas que representan los términos RAM estatica y RAM dindmica.
(1,5 puntos)
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Nota: Las calificaciones, asi como el dia, lugar y hora de la revision del examen, seran publicados el
préximo 5 de Octubre en los tablones oficiales del centro.



